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 我々は、サファイア基板上 Ir(111)エピタキシャル膜を下地として用いたグラフェンの化学気相

成長 (CVD) において、電気化学転写方法を用いることにより、同一基板を用いた複数回の成長と

転写が可能であることを報告した [1]。本研究では、同一の Ir(111)/α-Al2O3(0001)基板を用いた複数

回の CVDにおけるグラフェン膜の形態について評価を行った。 

 Ir 膜は rf マグネトロンスパッタリング法により α-Al2O3(0001)上に成膜し、メタン (CH4) を炭

素源とする熱 CVD法によって Ir(111)/α-Al2O3(0001)基板上にグラフェンを成長した。熱 CVD工程

は温度上昇、成長前アニール、成長、冷却の 4 工程である。水酸化ナトリウム水溶液中での電気

化学的転写方法を用いて SiO2/Si上に転写を行った後、転写グラフェン膜の評価を行った。 

 図 1 に転写後の CVD グラフェンの光学顕微鏡像を示す。同一基板上での 2 回目の CVD では、

1回目では観察されなかった島状の多層領域が多数確認された。これは 1回目の CVDにおいて Ir

膜に固溶し残留した炭素原子が、2回目の CVDにおける成長前アニール中に Ir膜内で拡散し、転

位等の欠陥に凝集して冷却時に析出したためであると考えた。実際、徐冷条件を用いた成長では

グラフェンが成長しないため、成長中に炭素原子が Ir 膜に固溶していると考えられる。そこで、

Ir膜内での炭素原子の拡散を抑制するため、2回目の CVD において成長前アニールを行わずにグ

ラフェン成長を行ったところ、図 2に示すように、2回目の CVDにおける島状の多層領域の発生

を抑制することができ、一様なグラフェンを成

長することができた。2 回目の CVD において

成長前アニールを行わないことで炭素原子の

拡散と凝集を抑制することができたと考えて

いる。以上から、Ir(111)/α-Al2O3(0001)基板を用

いたグラフェン成長と転写を複数回行う上で、

炭素原子の固溶を制御することが重要である

ことが分かった。 
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図 1 転写グラフェンの光学顕微鏡像。 

左 : 1回目、右 : 2回目 

 

図 2 転写グラフェンの光学顕微鏡像 

左 : 1回目右 : 2回目（成長前アニールなし） 
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